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DHBW-Mosb  ELTRO1 Klausur 2018/11 Bayer   MUSTERLÖSUNG r1.3.0

  

 

1 Realer Widerstand 20

  

Typ. Verlauf  der Impedanz 
|Z| eines Widerstands mit 

100 Ω < R0 < 1 kΩ 
in doppelt-log. Darstellung 

a) 

 Lsg-Abb. 1.1 

6 

   

b) 

 

 

6

 Lsg-Abb. 1.2:   Vereinfachtes, 
physikalisch begründetes  ESB 

Lsg-Abb. 1.3:   Vereinfachtes 
ESB in Paralelstruktur 

c) Bei technischen Wid. ist LLL =≅ :rp ;  0p RR >>  
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d) Kurvenform: Harmonisch (Sinus);  Offset: null 2
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2 Technische Spule 18

  

 
 Frequency [MHz] 

Lsg-
Abb. 2.1

 
Lsg-

Abb. 2.2

2 Technische Spule (fortgesetzt 1) 

  

 

Lsg-
Abb. 2.3

a) Lsg-Abb. 2-2: µH10nom =L  

Lsg-Abb. 2-1: kΩ14;MHz27res ≅≅ PRf  

Lsg-Abb. 2-2: Ω< 1CuR  

6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– weiter auf dem nächsten Blatt – 

RCu 
 

RP 
 

fRes 
 

Isat 

 

Lnom 

–20% 
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2 Technische Spule (fortgesetzt 2) 

  
b) – Lsg-Abb. 2.3: Spule mit Kern. B = f(H) mit µR → 1 für hohe Be-

träge von H resultiert in L ↓ für I ↑ 

– (Lsg-Abb. 2.2) „Sättigung“ 

6

 
– ESB: 

  Lsg-Abb. 2.4 

 – Lsg-Abb. 2.3: Lnom – 20% = 8 µH; A35,1sat =I  

c) Lsg-Abb. 2.3: A6,0r =I  (∆T = 40 K) 2

d) Eisenverlustwiderstand RFe 

I.   Wirbelstromverluste 
 →  Isolation der Kernbleche / 
  Nichtleitende Bindemittel bei Ferriten 

II. Hysterese-/Ummagnetisierungsverluste 
 →  Weichmagnetisches Eisen  
  (schmale Hystereseschleife) 

4

 

 

3 Kondensator 1 10

  

 Lsg-Abb. 3 
  

a) s. Lsg-Abb. 3 3

b) 1 unabhängiger Energiespeicher (C) – es gilt die Lösung der Diffe-
rentialgleichung 1. O. mit konstanten Koeffizienten: 

)(}/exp{)]()0([)( ∞+−⋅∞−= stssts τ  

Der Schaltvorgang beginnt beim Öffnen von S (t = 0). 
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4 Kondensator 2 14

  

 

a)  Lsg-Abb. 4.2 4

b) Kondensator C5 1

c) mΩ14min ≅= ZESR  2

d) P1 auf ohmsch-kapazitivem Ast:  P1 = (4 kHz | 10 Ω) 
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P2 auf ohmsch-induktivem Ast:  P2 = (100 MHz | 7 Ω) 
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5

4 Kondensator 2 (fortgesetzt) 

  
 ESL über fres: 
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e) mW31,5mΩ14)A5,1( 22
eff =⋅=⋅= ESRIP  2

P1 

C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 
C7 

 
 Lsg-Abb. 4.1 

fres 

P2 

ESR 
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5 Z-Diode 20

  

 

a) 

)mA35|0()286/V10|0()RV/|0(P2

)0|V10()0|(P1

0

0

=Ω==

==

U

U
 

AG und AP s. Lsg-Abb. 5.1;  )mA5,23|V15,3(AP =  

5

b) Abgel. aus Lsg-Abb. 5.1: (UZ,Nenn | IZ,Test)  →  mA5TestZ, =I  2

c) Aus ESB Knickkennline (siehe auch Lsg-Abb. 5.2):: (UZ0 | 0);
lt. Spezifikation: (UZ,Nenn | IZ,Test) 

→  UZ,Nenn > UZ0;  hier laut Aufgabenstellung Näherung (UZ,Nenn | 0) 

– Siehe Lsg-Abb. 5.1 oben 

– Siehe Lsg-Abb. 5.2 recht. 
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5 Z-Diode (fortgesetzt) 

  
 

 

Lsg-Abb. 5.2 

d) Ω=== 134
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Lsg-Abb. 5.1 
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6 Mehrwicklungsdrossel 10

  
a) Die Koppelmatrix K ist gegeben als symmetrische Matrix. Die 

Hauptdiagonalelemente besitzen sämtlich den Wert 1. 

1

0,9201

0,9000,9401

K

920,0900,0

940,0=  

4

b) Die Gegeninduktivitätsmatrix M ist damit ebenfalls symmetrisch; 
es gilt mit den Indizes Z = Zeile und S = Spalte: 

ZSSZZS LLkM ⋅⋅=  

Die Hauptdiagonalelemente von M entspechen damit den Indukti-
vitäten Li: 

6

 

30,207,298,1
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LLL

 

  
 

 

7 Magnetischer Kreis 20

  
a); 1
b) 

 

 
Richtung von Φ 

über Stromrichtung 
und Rechte-Hand-

Regel 
 

Lsg-Abb. 7.1 

2

  
c) 

 Lsg-Abb. 7.2 

7

  

d) m108,0mm8,0 3−⋅==δ  

m168,0mm)]4260()4240[(2Fem,

Fem,

=⋅−+⋅−⋅≅

→>>

l

l δ
 

2622
FeLu m1040mm40mm58: −⋅==⋅⋅=== AAA  

2
FeLu m/Vs22,1: === BBB  

A2=I  

10

– weiter auf dem nächsten Blatt – 

mH M = 
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7 Magnetischer Kreis (fortgesetzt) 
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abgelesen aus Afg-Abb. 7.2,  Kurve Elektroblech: 
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– diese Seite ist absichtlich leer – 
 


